
Реферат 

Пояснювальна записка до дипломної роботи містить: 59 сторінок, 

2 таблиці, 16 рисунків, 24 бібліографічних найменування. 

В даній курсовій роботі було розглянуто та проведено роботу з дос-

лідження наноструктурованих сонячних перетворювачів на базі енестора. 

Розглянули сонячні елементи,які почали розвиватись в даний час та їх 

актуальність. Було розглянуто монолітний енергозберігаючий пристрій (ене-

стор),його будову, конкретніше сонячні елементи,які входять до його складу. 

Також ознайомилися з газофазною епітаксією з використанням мета-

лоорганічних сполук (MOCVD - metalorganic chemical vapour deposition) та 

дослідил чому наноструктури більш перспективні ,ніж плівкові струк-тури. 
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Abstract 

The work contains: 61 pages, 2 tables, 16 figures, 24 bibliographic titles. 

In this course work, the work on the research of nanostructured solar 

converters was considered and conducted. 

Considered the solar elements that have begun to develop now and their 

relevance. It was considered a monolithic energy storage device (enestor), its 

structure, more specifically, the solar cells that are part of it. 

Also, they became familiar with the gas-phase epitaxy using organometallic 

compounds (MOCVD) and investigated why nanostructures are more promising 

than film structures. 
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